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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondja
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de ta

favorise

et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des No €
est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité natiopal in
participgr. Les organisations internationales, gouvernementales et non gbuve nem

participgnt également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I

(ISO), s

2) Les
du poss

représet

3) Les
comme

blon des conditions fixées par accord entre les deux organisa

mposée
bbjet de
ectricité
boration
ité peut
la CEl,
alisation

mesure
Eés sont

internationales. lls sonfl publiés

4) Dan natlo atx de la CEl s'engagent a appliquer de
facon tr ternationales de la CEIl dans leurs| normes
nationalg CEl et la norme nationale ou rggionale
corresp(

5) La(Q é e me indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pap 2 ne de ses normes

6) L’'attp gue cerainsides\éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet dg drejts ahalogues. La CEI ne saurait étre tenue pour respongable de
ne pas gvoir i ifig els droi ié pas avoir signalé leur existence.

La Nofme internatj a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélgctronique agerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispopitifs a
semicqnducteuyrs.

Cette premiers édjtion ¢ partiellement la deuxieme édition de la CEI 60747-5 (1p92) et
constitlé sk ique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle dgit étrelue

onjojntement avec la CEI 60747-1, la CEl 62007-1 et la CEl 62007-2.

Le texte.de cette norme est issu en partie de la CElI 60747-5 (1992) et en parfie des

docum

ents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

L'anne

I'approbation de cette norme.

xe A est donnée uniguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

FOREWORD
1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio izati mprising
all rjational electrotechnical committees (IEC National Committees). The ofject\ o i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in th ice S ic/flelds. To
this |[end and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa : . i ation is
entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested i j ith may
participate in this preparatory work. International, governmental apd n 8 q liaising

nization

with fthe IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté
dete between the two

for [Standardization (ISO) in accordance with conditions
orgahizations.

2) The dible, an
interhational consensus of opinion on the relevant subjeCts si eac i i dentation
from|all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of xeco wdati i i i in the form
of stpndards, technical reports or guides and they are as & j i i e.

4) In o ( national
Standards transparently to the maximum| exte \ ds. Any
divelgence between the IEC S oli b clearly

indidated in the latter.

5) The |IEC provides no mrk|n proce 3 for any
equipment declared to be ¥

6) Attemtion is drawn4Q the
of pgtent rights.C

subject

Interndti 47C:
Optoelectronic, d : Ruaging dewces of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This fi ifutes a

technig ViSi aealsp’annex A: Cross references index).

It shoulld bé read jotrtly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of This standard IS based partially on IEC 60/47-5 (1992Z) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

60747-5-3 © CEI:1997

Ispositifs
emes et

60747.
ormatif

Cette l)artie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicab

optoéleéctroniques qui ne sont pas destinés a étre utilisés dans le dopia ste
sous-slystemes a fibre optique.

2 Rélérences normatives

Les ddg @ de la réfgrence
qui y § de la CEIl

Au mo out document n

est su a présente parti¢

éditions les plus ré
| et de I'ISO possé
registr

3.1

Rotation_desTa~diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de facon pré
minjmum_et/ou lemaximum.

e de la
centes
dent le

ise, le

Varlante 2

Alighement de I'axe optique de la diode avec I'axe optique du banc de mesure.
Variante 3

Positionnement suivant une référence correspondant au type de boitier de la di
permettant une orientation mécanique reproductible.

iode et
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable

devicep which are not intended to be used in the fibre optic systems or

2 Normative references

The following normative documents contain provisions whic
constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time 0
were vjlid. All normative documents are subject to r
on thig part of IEC 60747 are encouraged to investigate
recentleditions of the normative documents indicate
registelrs of currently valid International d

IEC 60068-1:1988, Environmental testing~— Part™d and qguidance

IEC 60

3 Me

a) Pur
To me
The m

Var

Rot
and

Var|

Aligpment of the diode optical axis with that of the optical bench.

ctronic

S text,
licated
based
P most
aintain

Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and

allowing a reproducible mechanical orientation.
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b) Schéma
k
———
D3 D; Dy
= Y7 -
Vo = ad
102791
Figure 1
c) Dedcription du circuit et exigences
G = source de courant
D = diode électroluminescente en mesure
PD =
D,,[D; = diaphragmes destinés a
D, et D3 ne doivent p
d = distance entre la diode en mesy
La pensibilité spectrale du photom i eXajustée a la courbe de l'observateur de
réfdrence CIE (Commls ion Intern j gueurs
d'onde correspondant & laNu nné en
canfelas a la distance d\le dig
La distance d doit étre puse a

partir du diaph S
Podr les mes@

e) Cornditions spécifiées

ipns de

és. Le
4 durée

— Tlempérature ambiante et. s'il y a lieu, conditions atmosphériques.

— Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.
— Variante: 1, 2 ou 3.

3.2 Intensité énergétique des diodes émettrices en infrarouge ( ls)

a) But
Mesurer l'intensité énergétique des diodes a semiconducteurs émettrices en infrarouge.
La méthode peut s'appliquer a trois variantes de mesure possibles:

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de facon précise, le

minimum et/ou le maximum.
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b) Circuit diagram

G@ DSZ/;' PD
|

102791

Figure 1

¢) Cirguit description and requirements
G = current source
D = light-emitting diode being measured
PD = photodetector including the diaphrag
D, [D; =

d =

Thel spectral sensitivity of the phpto

Commission on lllumination) standakd ok
emifted by the diode.
diaghragm D, in plage.

The distance d sh
diaphragm D

For| pulse me
suffijciently s
instfument.

The dipde beir oc asured\is positioned according to the variant chosen.

The specified~gurrent\s applied and the luminous intensity is measured on the photodet¢
e) Spdcified conditio
— Ambient temperature and. where appropriate, the atmospheric conditions.

ot limit

ational
ne light
d, with

at the

of the
e time
eading

ctor.

— Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.
— Variant: 1, 2 or 3.

3.2 Radiant intensity of infrared-emitting diodes (/)

a) Purpose
To measure the radiant intensity of semiconductor infrared-emitting diodes.
The method can apply to three possible measurement variants:

Variant 1

Rotation of the diode around its mechanical axis for an accurate location of the mi
and/or maximum value.

nimum
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Variante 2

Alignement de I'axe optique de la diode avec I'axe optique du banc de mesure.

Variante 3
Positionnement suivant une référence correspondant au type de boitier de la diode et

per

mettant une orientation mécanique reproductible.

b) Schéma

c) Dedcription du circuit et exigences

On
dét
éta
La

D3 Dy Dy

i
77 |
Figure 2 %

source de courant
= diode émettrice en infrafouge en

D3

gcteur indépeno
lpnner le ragio

I'impulsionj\P€oit éye un instrument de lecture de pointe.

d) Exdcution
Monter la diode en mesure conforméement a la variante choisie.
Appliguer le courant spécifié a la diode et mesurer l'intensité énergétique sur le photométre.

pulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsi
2, la durée et le taux de répétition sont tels que demand
temps de croissance suffisamment faible par rapport a la du

Y%

CEI 1028191

D3 ne
e d'un
ple) et
buge a

bns de
és. Le
rée de

e) Conditions spécifiées

— Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.

Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atmosphériques.

Variante: 1, 2 ou 3.
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Variant 2

Alignment of the diode optical axis with that of the optical bench.

Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and
allowing a reproducible mechanical orientation.

b) Circuit diagram

D3 D, D

i
77 |
CEl 102891
Figure 2 %

¢) Cirguit description and requirement
G = current source
D =
RM =

D,,ID; = ot limit

by a
pmeter

at the

Equired
ciently

The specified current is applied to the diode and the radiant intensity is measured on the
radiometer.
e) Specified conditions
— Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric conditions.
— Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.
— Variant: 1, 2 or 3.
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3.3 Longueur d'onde d'émission maximale ( )\p), largeur du spectre de rayonnement
et nombre de modes longitudinaux ( n,,)
a) But

b)

c)

d)

e)

( Ay

Mesurer la longueur d'onde d'émission maximale et la largeur du spectre de rayonnement
des dispositifs émetteurs et déterminer le nombre de modes longitudinaux des diodes laser.

Schéma

Degqcription du circuit et exigences

G DSZ
NS

L CEI 103019

Figure 3 — Circuit dg

D = dispositif en mesure

L =

G =

M =

D,,[D3 = U.

RM = I3

La fésolution et’|l& ba LNk e_dw monochromateur doivent étre telles que la mesure

soit|effectuée

Précaution

ure, le

Si l¢ coefficie - ax§mission du monochromateur et la sensibilité du radiométre ne sont

pas|constan
étre

Darns\le’cas de la diode laser, le flux énergétique réfléchi dans la diode doit étre réd

corfigées.

Hoivent

duit de

facon @ ne pas affecter serieusement la reponse spectrale.

Exécution

1) Longueur d'onde d'émission de pointe et largeur du spectre de rayonnement d'une diode
électroluminescente, ou d'une diode émettrice en infrarouge, ou d'une diode laser

monomode
Appliquer le courant spécifié au dispositif en mesure.

Déplacer la longueur d'onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu'a atteindre
la lecture maximale en sortie du radiométre. Noter la longueur d'onde correspondant a
cette valeur maximale. C'est la longueur d'onde d'émission maximale ()\p) (voir figure 4).
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3.3 Peak-emission wavelength ( )\p) spectral radiation bandwidth ( AA) and number of
longitudinal modes ( n,,)
a) Purpose

To measure the peak-emission wavelength and the spectral radiation bandwidth of emitting
devices and to determine the number of longitudinal modes of laser diodes.

b) Circuit diagram

c)

d)

e)
1)

k
*
||

Cird
D
L

D,
RM

The
mes3

The
mes3

Pre

con
For

y | | Hl
G o;z/' M (\R
— Y%

L CEI 103019

Figure 3 — Basic
uit description and requirements
= device being measured
= focusing lens_systems

the radiometer shall be calibrated. For convenie
curve may represent 100 %.

stant.over the required range of wavelength, the recorded values should be correg

nat the

nce of

re not
ted.

hall be

measurement of the laser diode, radiant power reflected into the laser diode s

min

imized to ensure that the cpar‘frql response is not cigniﬁr‘nnfly affected

Measurement procedure

Peak emission wavelength and spectral radiation bandwidth of a light-emitting diode, or an
infrared-emitting diode, or a single-mode laser diode

The specified current is applied to the device being measured.

The wavelength of the monochromator is adjusted within the required range until the
maximum reading on the radiometer has been achieved. The wavelength corresponding to

this

peak value is recorded. This is the peak-emission wavelength ()\p) (see figure 4).
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Faire varier ensuite la longueur d'onde du monochromateur de part et d'autre de A
jusgu'a obtenir la moitié de cette valeur maximale. Noter les deux longueurs d'onde (A
et A, sur la figure 4) correspondantes. Leur différence représente la largeur du spectre
de rayonnement du dispositif émetteur en infrarouge ou électroluminescent (voir
figure 4).

Flux énergétique 4

100 %

50 %

A, Ay X\Q\>LMeur d'onde
_Lar eurgl;qu\ctre
N s

CEI 1031191

2) 1 bre de
1

2.1
Appliquer b sortie
gpécifié.
Dé usqu'a
n

orrespondant a cette valeur. C'est la longueur |d'onde

—_ —

2.2 gelr dekspectre de rayonnement d’'une diode laser multimode

hegmateur a une valeur élevée de longueur d'onde, puis lfjajuster
ment vers des longueurs d'onde plus faibles. Noter la premiere longueur
‘onde pour elle on obtient ou on dépasse la lecture la plus élevée notée en g) 2.1).
Régler le monochromateur a une valeur faible de longueur d'onde, puis lfajuster
progressivement vers des longueurs d'ande plus élevées Noter la premiére lohgueur
d'onde pour laquelle on obtient ou on depasse le pourcentage specn‘le de la lecture la
plus élevée notée en e) 2.1). La différence entre les deux valeurs notées est égale a la
largeur du spectre de rayonnement de la diode laser (AMN) (voir figure 5).

R
R
«
R

2.3) Nombre de modes longitudinaux d’'une diode laser multimode

Mesurer la largeur du spectre de rayonnement comme en e) 2.2) ci-dessus et compter le
nombre de modes (n,,) contenus dans la largeur de spectre comprenant les deux modes
qui définissent la limite de la largeur de spectre (voir figure 5).


https://iecnorm.com/api/?name=eeb86180a893298541a36535117dbff0

60747-5-3 © IEC:1997 -15-

The wavelength of the monochromator is then adjusted on either side of A, until the
maximum reading is halved. These two wavelengths (A; and A, on figure 4) are recorded.

Their difference is the spectral radiation bandwidth of the infrared-emitting or light-emitting
device (see figure 4).

Radiant power 4
100 %
50 %
A, 5 \%\ anth
Speqtral r?:d'retion

bWi th IEC 1031191
tion fwbel th

2) Pegk-emission waveleng adwidth and number of longitudinal|modes

A clirrent correspo ‘ ecified bptical power output is applied to the device being
measured. Q
The wavelengt highest
of the various
Th nission
waveleng

2.2)
Th shorter
wavelengths>Recokd the first wavelength at which the specified percentage of the highest
reagling(recorded i i is set to a
shoyt wavelength and thus ad]usted progresswely to Ionger wavelengths Record the first
wavete hteh—the—spec : e—highestreading—recordes 1der e)

2.1) is obtalned or exceeded The d|fference between the two recorded values is the
spectral radiation bandwidth of the laser diode (AM) (see figure 5).

2.3) Number of longitudinal modes of a multimode laser diode

The spectral radiation bandwidth as in e) 2.2) above is measured and then the number of
modes (n,,) within that bandwidth including the two modes that define the limit of the
bandwidth is counted (see figure 5).
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Flux énergétique
relatif

Spécifié

B

-

Longueur d’'onde

AN = largeur du spectre de rayonnement

Figure 5

f) Conditions spécifiées

¢ température ambiante, de boitier ou-de I'ewt

q flux énergétique de i ;

3.4 longueur ejtarge
gans fibre @

Ls

BS

CE 1032191

ee d'émission au niveau du miroir d'une diode laser, par
tigmatisme du faisceau lumineux émis par la diode lasef.

sD

Figure 6

CEl 1039191
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A
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Relative radiant
power
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Wavelength
X1 12 IEE~103201
AN = spectral radiation bandwidth
Figure 5

f) Spdcified conditions
— For|LED and IRED:

e 3gmbient or case temperature;

- fprward current (d.c. or pulse), as ie
— Forllaser diodes:

. E %

e

* 0
34 E
a) Pur

To Ct to a

defi
b) Mea

L
| [= 1
+
D /
G _—- ——S - - - - - - - -—-— 8D
% ol 92 -

CEl 1039191

Figure 6
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c) Description du circuit et exigences

G
D
L
SD
LS

BS

dy >> dy

source de courant

dispositif en mesure

systéme optique convergent
détecteur a balayage a fente étroite

source de lumiére avec filtre ou diode électroluminescente dont la longueur
d'onde d'émission est proche de celle du dispositif en mesure

séparateur de faisceaux

d) Pré
Le
d'on

e) Ex¢g
Dim
Met

facd
d,.

App
éne

cution

Alig
cett

Déglacer le photodétect
largleur de la source dg

image.

cautions a prendre

Eystéme optique L doit étre effectivement achromatique pour
de comprenant la source LS et le dispositif D.

ension de la source d'émission

fre sous tension la source de lumiére LS et régle
n & obtenir une image du miroir frontal du dispdsitif D s SD, puis lite d, et

liguer au dispositif en mesure
Fgétique @, spécifie.

gueurs

e’ convergent L de

oints a

3 dB de puissance sur le

Astigmatisme d

Mettre sous @a ent de
facgn a obtenirune e d; et
d,.

Aligher la direstion d¢ g hire de
cette imagé

Dép ure D,
jusa um de la longueur de la source d'émission sur l'axe principal soit

urer la-di

ance>d; parcourue par le systeme optique L.

nettre“le systeme optique L a sa position initiale. Refaire la méme mesure syr l'axe

pbndaire.

Mesurer la distance d, parcourue par le systéeme optique L.

La différence entre dy et d,, multipliée par (1 — d;2/d,?), donne la valeur de l'astigmatisme.

f) Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boftier ou du montage.

— Courant direct ou flux énergétique.

— Axes de référence (axes principal et secondaire).

3.5 Angle a mi-intensité et angle de désalignement d'un photoémetteur

a) But

Mesurer la distribution spatiale du rayonnement émis d'un photoémetteur.
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c)

d)

e)

f)

Equipment description and requirements

G = current source

D = device being measured

L = lens system

SD = scanning photodetector with a narrow slit

LS = light source with filter or LED the emission wavelength of which is close
of the device being measured

BS = beam splitter
dy >> d,

Prefautions to be observed

Thel lens system L shall be substantially achromatic over the avell

encpmpassed by the light source LS and the device D.
Measurement procedure

Emission source size

Thel light source LS is turned on and the lens systg 1j btain a focused
of the front face of the device D on the photodg g s d; and d, a
reagl.

Thel specified d.c. current or the d.¢x
is applied to the device being measxed

to that

engths

image
e then

wer @

Thel scanning direction of the photodetes igned with the major and minor axes of

the focused image.

Thel photodetector SD i
of the emission sourc
majpr and minor axes

Astigmatism d
The light sou@

of the front facet g

e’lens system L adjusted to obtain a focused
¥ photodetector SD. Distances d; and d, are re

J width
ng the

image
hd.

The scanning directha gdetectors align with SD the major and the minor axes of

the focused age.

axigd. Thee distance’d, traversed by the lens system L is measured.

nission

minor

The| difference between d, and d,, multiplied by (1 — d,2/d,?), is the astigmatism.

Specified conditions

— Ambient, case or submount temperature.
— Direct forward current or radiant power.
— Reference axes (major and minor axes).

3.5 Half-intensity angle and misalignment angle of a photoemitter

a) Purpose
To measure the spatial distribution of the radiation from a photoemitter.
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<

Les aqes X et Y définissent le plan de référence mécanique du dispogsitif e we. D, pakexemple la surface
de moptage.

L'anglé ¢ définit I'orientation du dispositif D dans ce plan.

L'an i i ¢/lumineuse ou de rayonfpement
es ini par

—

L'arn

Axe mécanique (z)

ary CEI 104391

Figure 8
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<

Axes X and Y define a mechanical reference plane of the device being d Bxe.g. theymounting angdle.

The angle ¢ defines the orientation of the device D in that plane.

The half intensity angle is the angl
than or equal to half of the maximu
plane which in turn is defined by ¢.

The

jreater
ecified

/ 1EC 104391

Figure 8
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b) Schéma
Les dispositifs émetteur et récepteur doivent étre positionnés de la maniere suivante:

60747-5-3 © CEI:1997

D
Axe PD
——————————————— PD
\\ "
~
~
~
~
~
~
N Axez
CH 1
Figure 9

c) Dedcription du dispositif de mesure et exigences

D
PD
Axe
Axe
0
NOTE -

considele que Iangle est petlt lorsque le résujfat de meswreNge c ange pas de facon S|gn|f|cat|ve quan

solide e

Le dli

- U

= dispositif en mesure
= photodétecteur

Z = axe mécanique du dispositif en mesurg
PD = axe du photodétecteur

— |g changement dg

d) Préra
A l'étudle:

e) Exé
App

cution
liquerle courant spécifié au dispositif en mesure D.

etit. On
i l'angle

ispositif

Aligrertaxe mécanigque du dispositif D—sur cetui du photodetecteur, Cest=a-dire 6

mesurer le signal du photodétecteur.

Cette valeur correspond a /y = 100 %.

Incliner le dispositif D et relever l'intensité relative ///; en fonction de 8.

=0, et

Il est recommandé de relever les valeurs sur un diagramme polaire. Si spécifié dans la
spécification particuliére cadre, d'autres coordonnées (cartésiennes, par exemple), pourront

étre

utilisées.

L'angle a mi-intensité 6,,, est I'angle correspondant aux deux valeurs de / = /,5,/2-

L'angle de désalignement est I'angle formé par les directions correspondant a /,,, et /.
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b) Diagram
The basic optical arrangement and definition is shown in the following figure:

c)

NOTE —|The solid angle, defined by the device
The solif angle is considered smali
halved.

d)

Under conside

e)

—————————— PD

™ Axis z

IEC ]

Figure 9

Measurement description and requirements
D =

device being measured

PD = photodetector

Axig Z = defined mechanical axis/Ofthe de
Axig PD = axis of photodetector

0 = inclinaison angle of axis

e small.
angle is

The| device being meés

— Qprecise, rep
— ghanges to<1>

— Ipeasureme

— rotation of t

Prera

Megsurement proe
The specified current is applied to the device being measured D.

The mechanical axis of the device D is aligned along the axis of the photodetector, i.e.
8 = 0, and measure the signal on the photodetector.

This value is set at [y = 100 %.
The device D is inclinated and the relative intensity I/Io versus 0 is plotted.

The preferred plot will be in polar diagram form. Other formats e.g. cartesian may be used
when defined in the blank detail specification.

The half intensity angle 8,,, is the angle between the two points at which /= I ,./>.
The misalignment angle is the angle between the directions corresponding to /5, and /.
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f)

4.1

a)

b)

Conditions spécifiées
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— Température ambiante, de boftier ou d'embase.

— Iz ou ..

Plan de référence mécanique.
Angle ¢.

Méthodes de mesure pour les dispositifs photosensibles

(¢
1

But

Meg
disq
pho

e araakialac

it ontioy

Goetrantverse-setusrayehrrementoptigtedesphotodiodesy-compH
ispositifs avec ou sans fibre amorce ( /z(y) OU Iz(e)) €t courant cQ
ayonnement optique des phototransistors ( IC(H) ou Ic(e))

fotransistors.

Eqdipement de mesure

On
Var|
Rot

Var
Alig
Var|

Podlitionnement sui

d'ofljtenir une orienta
Varlante 4 6

ante 1

ante 2
[nement de 'axe optig
ante 3

urer le courant inverse sous rayonnement optique de
ositifs avec ou sans fibre amorce et le courant collect

foit utiliser I'une des quatre variantes suivante

. ris les
ur \Y entoptique des

btion du dispositif autour de son _axe ) de facon prégise, la
valgur maximale.

iée pour le type de boitier du disposifif, afin

Pou
Alig dispositif pour recevoir la puissance rayonnante au [moyen
d'un
DouT
Monochromateur
U Axe optique
Filtre (variantes 1 e} 2)
= I ou axe mécanjque
{ a) | (variante 3)
U ou accés optique
b Vv d (variante 4)
Facultatif

Alimentation

CEl 105291

D ou T = dispositif en mesure

Figure 10
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f) Specified conditions
— Ambient, case or submount temperature.
— I or @,
— Mechanical reference plane.
- Angle ¢.

4 Measuring methods for photosensitive devices

b) Measuring equipment
Ong of the four following variants shall be used:
Varjant 1

Rotgation of the device around its
valye.

Varjant 2
Alighment of the device optical axis
Varjant 3

Pogfitioning according toNa re the type of device envelope, to o

repfoducible mecha

Varlant 4
For|devices wi j

Alighment of
means.

evices

location of the mgximum

btain a

¢ device to receive the radiant power with fqcusing

H 2)
axis

Iy nt Dor T
\ Monochromator
D ) 1 ] ]
U Optical axis
\/ Filter (variants 1 an
or mechanical
m J (variant 3)
U or optical port
b hd 4 (variant 4)
Optional

Power supply

D or T = device being measured

Figure 10

1EC 1052191
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¢c) Schémas

d) Dedcription de I'appareillage et exigences

Le

d'optique étalonné (variante 1, 2, 3 ou 4) ou sur un appareilla

N @ @

+ 4 +
' o
© O :
286/84 287/84
Figure 11a — Phototransistor Figure 11b — Photodiode

Hispositif en mesure est fixé dans un support de mesure d

1:1997

L'illbminant doit étre

soit

i) d4n illuminant normalisé (non monochromatique i lampe normalisée
d@talonnée avec son alimentation régulée et un

soit

ii) Jn illuminant monochromatique €on
Un appareillage tel que celui deécgrit " i i JeSsus, avec en plus up filtre
d'interférence ou tout autre syste qteur, etc.) ayant une longueur |d'onde
de transmission maximale et unellarg pécifiées ou connues;

soit|par:
tput autre disposjitif € KB e diode électroluminescente ou ung diode
gmettrice en infra d'onde d'émission maximale et une |argeur
de spectre conn

Podr les disp

L'illbminant tel ga intA1) doit étre utilisé.

e) Préraution

— Hviter de su she positif en mesure par rayonnement de la source. Pqur des
niye pELi , il est recommandé d'utiliser un écran thermique, tel
qutiy ob at

— $'assure

— laisserles sowrces lumineuses se stabiliser avant de les utiliser pour les mesures

— Quand on utilise un illuminant normalisé comme source lumineuse, plager un

parasites.

Pour les dispositifs avec fibres amorces:

Seul I'accés optique du dispositif doit étre éclairé.

f) Exécution

Régler la température a la valeur spécifiée.
Placer le support & une distance de l'illuminant correspondant a I'éclairement lumineux (ou
énergétique) spécifié.

Introduire le dispositif a mesurer dans son support et le polariser a la valeur spécifiée.

diaphragme devant le dispositif en mesure afin de supprimer les rayonnements

Pour la variante 1 seulement, faire tourner le dispositif autour de son axe mécanique. Lire
sur I'ampéremeétre les valeurs minimale et maximale du courant sous irradiation.

Pour la variante 2, 3 ou 4, lire sur 'ampeéremétre la valeur du courant sous rayonnement.
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c)

e)

f)

Circuit diagrams

N @ @

+ 4 +
' Yo
» O o
286/84 287/84
Figure 11a — Phototransistor Figure 11b — Photediode

Eqdipment description and requirements

The| device being measured is fixed in a measuring socket that § alibrated

optical bench (variant 1, 2, 3 or 4) or on a calibrated equipme
Thel illuminant shall be
either:

i) g4 standard illuminant (not monochromatic), consjs
ifs regulated power supply and an ammeter;

standard lamp, with

n equipment such as described
ystem (monochromator, etc.)

nterference filter or any other
known peak-transmission

or:
mitting
n.

For
The

Pre

hall be
to limit

\Vhen a standafd illuminant is used as a light source, a diaphragm intended to suppress

(
E
t
- (
[l
\
parasitic radiation shall be placed in front of the device being measured.

For devices with pigtails:
Only the optical port of the device shall be irradiated.

Measurement procedure
The temperature conditions are set to the specified value.

The socket is placed at a distance from the illuminant corresponding to the specified
illuminance (irradiance).

The device to be measured is inserted into its socket and is biased at the specified value.

For variant 1 only, the device is rotated around its mechanical axis. Read the minimum and
the maximum values of the current under irradiation on the ammeter.

For variant 2, 3 or 4, the value of the current under optical radiation is read on the ammeter.
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g) Conditions spécifiées
— Température ambiante ou de boitier.
— Polarisation du dispositif en mesure (en continu ou en impulsions).
— Méthode de mesure (variante).
— Eclairement lumineux ou énergétique.

— llluminant normalisé (cas ou la radiation n'est pas monochromatique) ou longueur d'onde
et largeur de spectre (cas ou la radiation est monochromatique).

Pour les dispositifs avec fibres amorces:

température ambiante ou de boitier;

— polarisation du dispositif en mesure;

— flux énergétique dans l'acces optique;

— Ipngueur d'onde et largeur de spectre de la source de lumiére.

4.2 Courant d'obscurité des photodiodes /i et courants d'obsgu
phototransistors  Icgo. leco: EBo
a) But

Megurer le courant d'obscurité des photodioges
phototransistors, dans des conditions spécifiées.

b) Schémas G

d'obscuritg des

CEl 1054i91

I

Figure 12b — Courant d'obscurité collectefir-
émetteur d'un phototransistor /g

R

. £ no0 O

AN , \a .
p \

DR DI

D - -
CEI 105591 CEl 1056/91
Figure 12c — Courant d'obscurité émetteur- Figure 12d — Courant d'obscurité émetteur-

collecteur d'un phototransistor /- base d'un phototransistor /g,

Figure 12
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g) Specified conditions
— Ambient or case temperature.
— Bias of the device being measured (d.c. or pulse).
— Measuring method (variant).
— llluminance or irradiance.

— Standard illuminant (not monochromatic) or wavelength and spectral radiation bandwidth
(monochromatic).

For devices with pigtails:
ambient or case temperature;

— Wiasofthe device being measured;
— radiant power into the optical port;
— wavelength and spectral radiation bandwidth of the light source

4.2 Ibark current for photodiodes Iz and dark currents for photo
ceor lecor feBo
a) Purpose

To jmeasure the dark current of photodiodes and the
undgr specified conditions.

of phototransistors,

b) Cirquit diagrams G
R R
T : ——
E RO \
N
N N

DZSQ%% 0 &

_@
El 1053191 CEl 1054i91

Figure 12a £ Dar photodiode I Figure 12b — Collector-emitter dark current
of a phototransistor /¢

R R
o T -0 31—

E =
\\1\\ + P \\ +

D@D T 5 &

D - -
CEI 1055191 CEl 1056/91
Figure 12c — Emitter-collector dark current of a Figure 12d — Emitter-base dark current
phototransistor /g of a phototransistor  Iggq

Figure 12
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c) Description des circuits et exigences
R = résistance limitant le courant
D = dispositif en mesure

d) Précautions a prendre

Ces parametres sont trés sensibles a la température. La précision de la mesure dépend tres
fortement de la précision avec laquelle la température ambiante est maintenue. L'obscurité
compléte est une condition nécessaire. Méme un éclairement par la lumiére du jour
ordinaire, des traversées en verre au niveau des fils de connexion peut fausser le résultat
de la mesure.

Le dispositif ne doit étre soumis a aucun rayonnement dans la gamme de sensibilité
speftrale.

e) Exdcution
Rédler la température a la valeur spécifiée. Le dispositif étant

Y 1

augmenter progressivement la tension a partir de zéro jusgu'a
soit|atteinte et mesurer le courant.

pléte,
écifiée

On prréte l'essai lorsque le courant dépasse la limite spé

f) Conditions spécifiées
— Température ambiante.
— Tension a appliquer:

R pour /g;

ce bour Icgo;

Ec Pour lgco:;
g POUr Icpo.

4.3 Tension de satura i CE(sat) de phototransistors
a) But
Megurer la tens i gollecteur-émetteur des phototransistors dans des

conflitions spé

b) Schéma

o
Dre

T
|
I
!
<

CEl 1057191

Figure 13

c) Description du circuit et exigences

S = source de rayonnement optique
G = générateur de courant collecteur
D = dispositif en mesure
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¢) Circuit description and requirements
R = current limiting resistor
D = device being measured

d) Precautions to be observed

—-31-—

These parameters are very temperature-dependent and the accuracy of the measurement
largely depends on that with which the ambient temperature can be maintained. Complete
darkness is a necessary condition. Even ordinary daylight illumination of the wire feed-
through glass seals would falsify the measurement result.

The device should not be subjected to radiation within the spectral sensitivity range.

e) Megsurement procedure
The

the dark current is measured.

The| test is stopped when the current reaches a specified limj

f) Spdcified conditions
— Ambient temperature.
— VYoltage to be applied:

R for Ig;

ce for lcgos

ec for fgcos

es for fego-

4.3 Cpllector-emitter satdratio

a) Purpose

To |[measure co
confitions.

b) Cirduit diagra

temperature is set to the specified value. The device being in gbxpl
voltpge is progressively increased from zero until the specified value is tea

k

te darkne

phototransistors

jon voltage of phototransistors under sp

o
D

ss, the
d then

ecified

c) Circuit description and requirements
S
G
D

optical radiation source

collector current generator

device being measured

CEl 1057191

Figure 13
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d) Précautions a prendre
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— Eviter de surchauffer le dispositif en mesure par irradiation provenant de la source. Pour
des niveaux supérieurs a 200 W/mz2, il est recommandé d'utiliser un écran thermique, tel

gu'un obturateur, pour limiter la durée de I'exposition.
— S'assurer de la propreté des surfaces optiques.

— Laisser les sources de rayonnement optique se stabiliser avant de les utiliser pour les

mesures.

e) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

La source de rayonnement optique étant stabilisée a la valeur spécifieg de
coufant collecteur est ajusté a la valeur spécifiée et la tension deng

émetteur est mesurée.

f) Conditions spécifiées

[empérature ambiante.

Courant collecteur.

Fclairement lumineux ou énergétique.

Référence de l'illuminant normalisé (cas ou le fayon
u longueur d'onde et largeur de spectre (cas,ou ler

|
i e T o Wil = B o = FY . W |

Base ouverte.

5.1 Rppport de transfert de

coll

as monochrom
gst monochroma

e Oude E,, le

pcteur-

atique)
ique).

a) But
Megurer la valgur sta ansfert de courant des photocoupleurs dans des
confitions spes

b) Schéma

P = Photocoupleur en mesure

Figure 14 — Circuit de base

CEl 1066191
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d) Precautions to be observed

— Avoid overheating the device being measured by irradiation from the source. For levels in
excess of 200 W/m2, a thermal shield arranged as a shutter to limit the duration of
exposure is recommended.

— Ensure cleanliness of optical surfaces.

— Optical radiation sources shall be stabilized before being used for measurement
purposes.

e) Measurement procedure

The

temperature is set to the specified value.

cur
med

f) Spe

P N o el = |

5 Me

51 C

a) Pur

To
spe

b) Cirg

The optical radiation source being stabilized to the specified value of E,

~E,, theic

ent is adjusted to the specified value and the collector-emitterag
psured.

cified conditions

\mbient temperature.
Collector current.
luminance or irradiance.

Reference to standard illuminant (not mong
andwidth (monochromatic).

plength and s

Dpen base.

Asuring methods for photocoup

Lirrent transfer ratio

bose

measure the sts
Cified con s.

uit diagram

bllector
age is

pectral

under

CEl 1066191

P = photocoupleur being measured

Figure 14 — Basic circuit
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c) Description du circuit et exigences

I = courant d'entrée = courant direct /r de la diode émettrice

lo = courant de sortie = courant inverse Iz de la photodiode, ou courant collecteur /e
du phototransistor

Vo = tension de sortie = tension inverse Vi de la photodiode, ou tension collecteur-
émetteur Vg du phototransistor

A;, A, = ampeéremétres

G, = générateur de courant

G, = générateur de tension

d) Exdcution

Effgctuer la mesure dans les conditions atmosphériques norma
confraire.

Ajuster le générateur a courant constant G, pour obtenir le couran Y ifiefans la
diode émettrice.

ication

Ajuster le générateur de tension G, a sa valeur spécifiée
sortje Iz ou I avant I'amperemetre A,.

Calguler le rapport de transfert de courant en utilisg

(1)
d'od
(2)
et, pour un photocoupl
(3)
e) Pré
Lors rendre
dan
f) Cor
- 7T
- ¢ de sortie continu ou en impulsions.
— Tension-de ie (Vg ou VcE).
— Conditions atmosphériques, s'il y a lieu.

5.2 Capacité entrée-sortie ( Cj,)

a) But

Mesurer la capacité entre les bornes d'entrée et les bornes de sortie d'un photocoupleur
dans des conditions spécifiées.
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¢) Circuit description and requirements

I = input current = forward current /- of the emitted diode

lo = output current = reverse current /z of the photodiode or collector current /- of
the phototransistor

Vo = output voltage = reverse voltage Vi of the photodiode or collector-emitter
voltage Vg of the phototransistor

A, A, = ammeters

G, = current source

G, = voltage source

d) Measurement procedure

Thel measurement shall be performed under standard atmosphé unless
otherwise specified.

The| constant current source G, is adjusted to obtain the specifi gh the

emifting diode.

The voltage source G, is adjusted to the specified value
lc i$ measured with the ammeter A,.

Utput currerjt /g or

Thel current transfer ratio is calculated by the follow

(1)
hengce, for a photocoupler with diode sutp
(2)
and
(3)
e) Pre
If t 0 external radiation, the precautions to be taken in

med

f) Spe

— Ipput orowput cyrrent, d.c. or pulse.

— Qutpubvoltage” (Vg or VE).

— \\hen appropriate, the atmospheric conditions

5.2 Input-to-output capacitance (  Cj,)

a) Purpose

To measure the capacitance between the input and output terminals of a photocoupler
under specified conditions.
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1,

Capacimetre

1
— ]

c) Exdcution

C 067191

P = Photocoupleur en mesure

Figure 15 — Circuit de base

Colrt-circuiter les bornes du photoémetteur ainsi photodétecteur.
Megurer la capacité entre les bornes du photoémetteur excelle détecteurl a une
fréquence de 1 MHz (sauf spécification contraire), en (utflisan ié.

d) Prépautions a prendre
On [doit tenir compte des capacité : '‘essai et de celles entre les

conpexions.

e) Conditions spécifiées
[empérature ambia

— R

53 R

a) But

Mefd
pho
spé

b) ScHé

te.

e d'un
ditions

= ONNOL

CEl 106891

P = Photocoupleur en mesure
G = Générateur de tension

Figure 16 — Circuit de base
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b) Circuit diagram

Capacitance meter

1
—

P = photocoupleur being measured

Figure 15 — Basic circuit

c) Measurement procedure

Thel photoemitter terminals as well as the photodeteeter texi 5 gether.
Thel capacitance between the photoemitter a ired at
a frequency of 1 MHz (unless otherwi i

d) Pre
Allg

e) Sps
— A
— Measurement fre

ad output (o)

a) Pur

To resistance between the input and output terminald of a
pho o d.c. voltage, under specified conditions.
b) Cirg
AN
N\
p
¥=
—
ORNOL

CEl 106891

P = Photocoupler being measured
G = Voltage source

Figure 16 — Basic circuit
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¢) Précautions a prendre
On doit tenir compte du courant de fuite dans le support d'essai et entre les connexions.

d) Exécution
Court-circuiter les bornes du photoémetteur, ainsi que celles du photodétecteur.

Appliguer la tension de mesure spécifiée entre les bornes du photoémetteur et celles du
photodétecteur pendant 60 s. Calculer la résistance d'isolement qui est égale a V/I.

e) Conditions spécifiées
— Température ambiante.

— Tension de mesure.
— Temps au bout duquel on fait la mesure, s'il est différent de 60 s.

5.4 Essai d'isolement

a) But

Vér{fier la capacité du dispositif a tenir la contrainte de
ou V,orm) dans des conditions spécifiees.

b) ScHéma <\(> Q C)
T

<@\§@VV
S

{ d'isolement (V|q

G

(V)
-/
1009191

P = Photocoupleur en mesure
G = Générateur de tension

Figure 17

c) Exdcution
L'edsaivdoit étre fait dans les conditions atmosphériques normales décrites en 5.3.1 de la
CEI'60068-T.

Insérer le dispositif dans le pied de mesure. Court-circuiter les bornes du photodétecteur
ainsi que celles du photoémetteur.

Augmenter la tension d'essai, continue ou alternative, progressivement de zéro a la valeur
spécifiée, avec une vitesse de 100 V par seconde si la valeur spécifiée est inférieure ou
égale a 1 000 V, ou de 500 V par seconde si cette valeur est supérieure a 1 000 V.

Maintenir la tension pendant 1 min pour les essais d'homologation et pendant 10 s
(minimum) pour les essais de réception.

d) Exigences
Aucun claquage interne ou externe ne doit survenir durant I'essai.
Le dispositif doit satisfaire aux mesures finales spécifiées.
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¢) Precautions to be observed

Allowance should be made for the leakage current of the test fixture and the leads.

d) Measurement procedure

The photoemitter terminals, as well as the photodetector terminals, are connected together.

The specified measurement voltage between the photoemitter

terminals is applied for 60 s. The isolation resistance is calculated as V/I.

e) Specified conditions

— Ambient temperature.

— WMeasurement voltage.

-

54 Is

a)

b)

c)

a)

Pur]

To
spe

Cird

Tes

'ime after which the measurement is made, if different from 60 s

plation test

hose

erify the ability of the device to withstand the isolation o Of Viorm

cified conditions.

uit diagram /(7 A
RO

=

RS

> ¥

P = Photocoupler under test
G = Voltage source

G
Y
\_/

CEl 1069191

Figure 17

t procedure

The

test should be carried out under the standard atmospheric conditions in 5

IEC

60068-1.

and photodetector

under

3.1 of

The device is inserted into the test socket. The photoemitter terminals, as well as the
photodetector terminals, are connected together.

The d.c. or a.c. test voltage is increased from zero to the specified value at a rate of about
100 V per second if the specified value is lower than or equal to 1 000 V, and at 500 V per
second if the specified value is higher than 1 000 V.

The voltage is maintained for 1 min for qualification testing and for 10 s (minimum) for
acceptance testing.

Requirements

External or internal flash-over shall not occur during the test.

The

device shall pass the post-test measurements.
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e) Conditions spécifiées
— Tension d'isolement (V|g ou Vigrwm)-
— Temps d'essai (s'il différe de 1 min ou de 10 s respectivement).
— Mesures finales.

5.5 Décharges partielles des photocoupleurs

a) But
Vérifier I'efficacité de l'isolement entre I'entrée et la sortie d'un photocoupleur, en mesurant

les piveaux des décharges partielles dans des conditions spécifiées
Cet|essai n'est pas destructif.
NOTE —|Pour la définition d'une décharge partielle, se reporter a 3.1 de la CEI 60270(Cette définitionlest fappelée
ci-dessqus:
«Déchailge partielle
Au sens| de la présente norme, une décharge partielle est une décharge éle€triqu } ppe sur
une parfie seulement de l'intervalle isolant séparant des conducteurs. C g jacéntes ou
non a ur} conducteur.
NOTE —| Le terme «effet de couronne» («corona») est parfois utilisé—pQu i es dans
des gazlautour d'un conducteur. Ce terme ne doit pas étre employé pour d lles.
Le termd les.»
b) Schéma
Z
x
V-~
Tension d'essai
CEI 1070191
c) Des
(voi
1) Circujt d'essai
LeTircuit Se TOMpUSE UeS BIements principaux suivarts:
C, = photocoupleur en essai qui peut étre considéré comme une capacité
C, = condensateur de couplage du courant de décharges partielles
Z, = circuit de mesure comprenant l'impédance de mesure, le fil de connexion, le
dispositif de limitation de surtension et I'appareil de mesure
PD = appareil destiné & mesurer les décharges partielles
Z = filtre passe-bas destiné a réduire les interférences dues a la source

(voir aussi note Al)
2) Caractéristiques des appareils de mesure

La valeur de pointe de la tension d'essai doit étre mesurée. Un appareil de lecture a
valeur efficace peut étre utilisé pour cette mesure a condition que la distorsion de I'onde
sinusoidale de la tension d'essai soit inférieure a 5 %.
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e) Specified conditions
— Isolation voltage (Vg or Vigrm)-
— Test time (if different from 1 min or 10 s, respectively).
— Post-test measurements.

5.5 Partial discharges of photocouplers

a) Purpose

To verify the performance of solid insulation between input and output of a photocoupler by

measuring the partial discharge level under specified conditions
Thig test is non-destructive.
NOTE - For the definition of partial discharge see 3.1 of IEC 60270. For convenieng¢e thisdefiniti epeated
hereaftef:
"Partial flischarge
A partigl discharge, within the terms of this standard, is an electric disgharge iqges the
insulatign between conductors. Such discharges may, or may not, occur adjacent to a
NOTE -| Partial discharges in gases around a conductor are sometimes a". This term should
not be applied to other forms of partial discharges.
The gengral term "ionization" should not be used to denote the p# asg/ofartial discharges."
b) Cirquit diagram
V4
A s
@3 L
Test voltagQ/X
IEC 1070191
Flg e 18 — Partial discharge test circuit
c) Dedcription ircuit and requirements
(se¢ alsp™note 0 A3).
1) Tedft.circuit
The circuit consists mainly of:
C, = photocoupler under test which can be regarded as a capacitance
Cy = coupling capacitor bypassing partial discharge current
Z,, = measuring circuit consisting of the measuring impedance, the connecting lead, the

surge limiting device and the measuring instrument

PD = partial discharge measuring instrument

Z = alow-pass filter to reduce interference from the source
(see also note Al)

2) Equipment characteristics

The peak value of the test voltage shall be measured. An r.m.s. reading instrument may be

used provided the distortion of the sinewave of the test voltage is less than 5 %.
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La largeur de bande des appareils destinés a la mesure des décharges partielles doit
étre inférieure a 15 kHz.

La fréquence centrale doit étre comprise entre 150 kHz et 2 MHz.

La fréquence de résonance du circuit d'essai doit étre égale a au moins trois fois la
fréquence centrale utilisée (voir aussi note A2).

3) Condensateur de couplage

Le condensateur de couplage doit avoir une faible inductance et ne doit pas présenter de
décharges partielles a la tension d'essai.

d) Exécution

1) Ftatormage

1.1) Généralités

grmination
ant un
moins
portant
u, lors
devant
ication
\ible de

‘étalonnage comprend deux opérations distinctes: l'une consjs{s
ompléte des caractéristiques de l'appareil de mesure propkeme
talonnage détaillé, et doit étre effectuée apres toute réparation i

o oo —c OO0 —

1.2
H Lictions
1.3
B

CEl 1071191

C, = Capacité du générateur d'impulsions
G = Générateur d'impulsions

(Pour les autres éléments, voir figure 18)

Figure 19 — Connexions pour I'étalonnage du circuit d'essai complet
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The bandwidth of the partial discharge measuring equipment shall be less than 15 kHz.

The centre frequency shall be between 150 kHz and 2 MHz.

The resonance frequency of the test circuit shall be at least three times the centre

frequency used (see also note A2).

3) Coupling capacitor

The coupling capacitor shall be of a low-inductance design and the coupling capacitor

shall not exhibit any partial discharges at the test voltage.

d) Test procedure

1)

1.1) General

Catibration

thentWWmay b
uitable intervals to be determined by the user. Th
erification that the instrument, as used in the

q

Q

Q

gvery test or, if many identical test objects are being
\

partial discharge level of 1 pC (minimum).

The calibration of the”instru
figure 19, below.

CEL 1071191

routine
before

performed at
‘l- ation\should ing¢lude a
able to medsure a

ons of

ding to

C, = Pulse generator capacitance
G = Pulse generator

(For the other elements, see figure 18)

Figure 19 — Connections for the calibration of the complete test arrangement
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L'étalonnage doit étre répété quotidiennement et pour chaque dispositif de conception

différente.

Régler le générateur d'impulsions de sorte que l'impulsion de sortie représente une

charge de 5 pC.

L'impulsion du générateur d'étalonnage doit avoir un temps de croissance inférieur a

50 ns. Le temps de retard doit étre compris entre 100 ps et 1 000 ps.
La valeur lue sur I'appareil doit étre d'au moins la moitié de I'échelle totale.

Le générateur d'impulsions doit étre retiré avant la mise sous tension du circuit d'essai.

Etablir la tension d'essai au niveau le plus élevé applicable au dispositif en essai. La
valeur lue sur l'appareil doit étre inférieure a 1 pC. Pour cette vérification du niveau de

grotduTiTcuittesSar, €, duit etre exempt de decharges partiettes:

léthodes d'essai

la valeur du niveau de bruit de base des décharges partielle
de la valeur de décharges partielles d'un spécimen.
L
I

intervalle de temps t de mesure.

NOTE -[Une intensité apparente g. de 5 pC pour les décharges parti _ irée gomme un c

valeur applicable pour les photocoupleurs; des valeurs inférieures 8

donné |

2.1

btat actuel de la technique.

Méthode a)

st

CEl 1072191

Figure 20 — Tension d'essai en fonction des intervalles de temps

listraite

durant

itere de
es étant
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The calibration shall be repeated every day and for each device with a different design.
The pulse generator is adjusted so that the outpulse represents a charge of 5 pC.

The pulse of the calibration generator shall have a rise time of less than 50 ns. The delay
time shall be between 100 pys and 1 000 ps.

The reading of the instrument should be at least half of full scale.
The pulse generator shall be removed before energizing the test circuit.

The test voltage is set to the highest applicable level relevant to the device under test.
The reading of the instrument should be below 1 pC. For this verification of the test
circuit noise level, C, shall be free of partial discharge.

2) Testmettrods

The partial discharge basic noise level value may not be subtragted fron partial
discharge value of a specimen.
.
t

[he partial discharge magnitude g, is the instantaneous maxif 8| during
he partial discharge measuring time interval ty-
rion for

NOTE + The apparent partial discharge magnitude g, of 5 pC was foun
photocoliplers; smaller values are desirable but are not visible at this time

2.1) Method a)

oo |

-« I

»
|

\j

-l
-

CEl 1072191

Figure 20 — Time interval versus test voltage diagram
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Appliquer au photocoupleur une tension dont la valeur est nettement inférieure a celle
prévue pour l'apparition des décharges partielles et augmenter progressivement cette
tension jusqu'a la valeur spécifiée V,,; a laquelle des décharges partielles peuvent se
produire.

Maintenir la tension initiale d'essai pendant le temps spécifié (&)

Réduire ensuite la tension d'essai jusqu'a la valeur de la tension d'essai de décharges
partielles (V).

Maintenir la valeur de cette tension (Vp) pendant un temps spécifié (ty;), durant lequel
I'intensité des décharges partielles est mesurée sur un intervalle de temps donné (tp).

Vini = Viosm Vp = k. Viorm (k>1)

2.2) Méthode b)

v A

CEl 1073191

Tension d'essai en fonction des intervalles de temps

sion d'essai de décharges partielles (V). Maintenir la valeur d¢ cette
tensionpendant un temps spécifié (t;), durant lequel l'intensité des décharges pdrtielles
gstunesuree sur un intervalle de temps donné (¢,).

Vo = k. Viorm

e) Précautions a prendre
Toutes les tensions d'essai applicables dans cette norme sont des tensions de pointe.
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A voltage well below the expected inception value is applied to the test object and
gradually increased to the specified value V,,; at which partial discharge is allowed.

The initial test voltage is maintained for the specified time (f;).
Thereafter, the test voltage is reduced to the value of the partial discharge test voltage

(V,):

The test voltage (Vp) is maintained for a specified time (f;;) and during this time the
partial discharge magnitude is measured in a given time interval (t,).

Vini = Viosm Vo = k. Viorm (k>1)
2.2) Method b)

v A

thevg - / . for a
gpecified t.;) and during this time the partial discharge magnitude is measurgd in a
given-time in al (t,)-

Vo = K. Viorm

e) Precautions to be observed
All applicable test voltages in this standard are peak voltages.
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f) Conditions spécifiées

Parametres Méthode a) Méthode b)

Temps initial &, X -
Tension initiale Viggm X -
Tension d'essai de décharges partielles Vj,; V, = k. Viorm X X
Temps de mesure des décharges partielles t, X X
Temps de maintien g X X
Temps d'établissement t;, t,, t3, Iy X X
Températare-ambiante—Tmg

NOTE Al — Les décharges partielles dans le photocoupleur en essai provoque dans le
circuit dlessai qui génerent des impulsions de courant dans lI'impédance de bciée au
photocolipleur en essai et au condensateur de couplage, définit la durée e tension
mesurégds. Ces impulsions sont ensuite mises en forme et amplifiées Afi ure une
valeur pfoportionnelle a celle de la charge apparente.

NOTE AR — Impédance de mesure

L'impéd@nce de mesure se comporte en général comme un qu e que la
fréquenge de l'alimentation d'essai ne puisse pas perturber, dans le
cas d'urle impédance résistive en connectant upe_i ctant un
condendateur en série entre la résistance de g ance de
mesure peut consister en une résistance, une ordé ou
un type He filtre plus complexe.

NOTE AB — Appareils de mesure des charges apparentes ¢

Les impllsions de courant dues ayx décharges mesure.
Pour dep impulsions de courany/de\courte turée aleur de
pointe ept proportionnelle a la charge parente d

Chacung¢ des impulsions d¢ i i ¢ eut étre

déterminée par étalonnage.| LeSyr i \ 3 hée, par
exempld, par I'impulsjor 2 s i
L'oscillogramme peri types de décharges partielles entre eux et les décharges a

mesurer| des perturbatio onsidere généralement comme charge apparente, mesurée au
cours d'lin essai réel, ¢ ; i ‘mpulsion répétitive la plus grande.
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f) Specified conditions

— 49 —

Parameter Method a) Method b)

Initial time &y, X -
Initial voltage V|ggm X -
Partial discharge test voltage Vj,; V, = k. Vigrm X X
Partial discharge measuring time t, X X
Stress time g X X
Settling time tq, by, t3, U, X X
Ambientrtemperattre—zrg

NOTE All — Partial discharges in the test object cause charge transfer in the test circui givin
through |the measuring impedance. This impedance, i inati i j
determines the duration and shape of the measured voltages pulses. These pulses
in order [to supply to a measuring instrument a value proportional to the apparen

NOTE AR — Measuring impedance

The megsuring impedance usually acts as a four terminal network with & freg e

test supply frequency from reaching the instrument. This may be achieved_i
connecting an inductor in parallel with the resistor, or by connecti S
resistor pnd the connecting lead to the instrument. The measuring i

parallel ith a capacitor, a tuned circuit or a more complex filter ([design.

NOTE AB - Instruments for the measurement of a

The curfent pulses due to partial discharges
short-duration current pulses,
apparenf charge of the photocoupler under test. (

The individual pulses shall be displayed on a ¢athode-ray vscitoscop

can be petermined by calibration. The pulses\are
examplg, by the discharge pulse 6 <

The oscjllogram assists in distinguishing
to be me¢asured and extran 3
actual tgst is generally und

9

t pulses
bhpacitor,
mplified

vent the
ance by
Pasuring
sistor in

of the measuring impedapce. For
2 peak value is proportiongl to the

e and the magnitude of the apparent charge

a linear time-base which is trigg¢red, for

¥'of partial discharges and between the digcharges
aghitude jof the apparent charge which is measured during an
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